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Cathode for plasmatron sputtering source - where surface profile of 
cathode ensures that deposits with uniform thickness are obtd. on 
substrates 



The source comprises a magnetron with a cathode which is 
located opposite a substrate. T he cathode possesses a zon e 
( J) in which max. erosion occurs . The surface of the cath- 
ode is inclined, so that when a line is drawn at 90* w.r.t. 
the surface of zone (I), the projection of the line is outside 
the region in which a deposit of constant thickness is 
required on the substrate. 

USE 

Used in forming sputtered coatings on electronic com- 
ponents, glass panes, foils, and other substrates. 

ADVA NTAGE 

Uniform thickness coatings are formed. 

EMBODIMENT 

A rotationally-symmetric sputtering source possesses 
a magnet (1) located below a cathode (2), which is employed 
to form a coating on a substrate (3). Sputtering causes 



1(3-03) M(13-G) 
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max. erosion of the cathode (2) in zone (4). 

To ensure that the deposit obtd. has a uniform thickness, 
cathode (2) is provided with a surface which slopes down- 
wards towards its periphery, so that a line (5) normal to 
the cathode surface meets the edge of, or is outside, the 
substrate (3).(6ppl 144). 
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(54) Katode fur Plasmatron-Zerstaubungsquellen 



(57) Die Katode fur Plasmatron- Zerstaubungsquellen dient dem 
Hochratezerstauben in der Vakuur.ibeschichtung von Substraten. Die 
Aufgabe, nit hoher Beschichtungsrate eine hohe Schichtdickenkonstanz 
zu erzielen, wird dadurch gelost, dafl die Oberflache der Katode 
nach auSen so geneigt ist, dafl die Nornale im Bereich der Leitbahn 
(Bereich der maximalen Erosion) die Subs tratebene auflerhalb des 
Bereiches schneidet, indem Schichtdickenkonstanz gefordert ist. 
- Figur - 
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Katode fur Plasmatron-Zerstaubungsquelle 
Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine Katode zum Hochratezerstauben fur 
Plasmatron-Zerstaubungsquellen, auch Magnetron-Zerstaubungs- 
quellen genannto Sie dient der Vakuumbeschichtung von beliebi- 
gen Substraten, wie z. Bo elektronischen Bauelementen, Glas- 
echeiben, Polien usw 0 

Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

Die Katoden von Plasmatron-Zerstaubungsquellen sind eben und 
plattenf ormig (DE-OS 24 17 288), urn ca# 45° nach innen geneigt 
Oder zylindrisch (US-PS 3 711 398) ausgebildeto Auf diesen Ka- 
toden ist die Teilchenquelle inhomogen und ergibt sich aus der 
Anordnung von Magnet f eld und Katode in der Zerstaubungsquelle* 
Die Teilchenquelle wird durch die Leitbahn, das ist das Gebiet 
der maximalen Katodenerosion, charakterisiert * In Beschichtungs 
ancrdnungen, in denen sich die Leitbahnebene parallel zur 3be- 
ne der Substrate bzw. der Substrathalterung befindet, wird 
eine hohe Schichtdickenkonstanz auf den Substraten nur inner- 
halb der Substratf lache erreicht, die von der Leitbahnnornalen 
umschlossen ist 0 

Die Zerstaubungsquellen haben daher den Nachteil, daB sich 
Substrate nur gleichmaBig beschichten lassen, deren Ausdeh- 
nung im Bereich der maximalen Leitb&hnau3dehnung liegt 0 
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Zur Beseitigung dieses Mangels ist es bekannt, bei Substraten 
grbBerer Abmessungen mehrere Zerstaubungsquellen zu veryvenden 
(DE-OS 24 18 008) ♦ Diese Lbsung ist jedoch oft aus Platzgriin- 
den nicht realisierbar und bringt* auch den mehrfachen gerate- 
technischen Aufwand mit sich* Y/eiterhin ist es zur Erzielung 
hoher Schichtdickenkonstanz ublich, daB zwischen der Katode mid 
dem Substrat eine speziell geformte Blende zur Korrektur der 
Schichtdicke angeordnet ist 0 Diese Lbsung hat aber den Mangel, 
daB die Beschichtungsrate herabgesetzt vvird und sich die Okono- 
mie des Beschicht ungsprozesses verschlechtert * Von der Blende 
sich losende Schichten verunreinigen die Schicht und setzen die 
Betriebszuverlassigkeit der Einrichtung herab 0 

Ziel der Erfindung 

Die Mangel der bekannten Hochratezerstaubungsquellen sollen 
weitgehend vermieden werden, wobei die Betriebsaicherheit zu 
erhohen ist* 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Plasmatron- 
Hochratezerstaubungscuelle zu schaffen, die eine wesentlich 
groBere Flache mit hoher Schichtdickenkonstanz beschichtet und 
keinen hbheren apparativen und raumlichen Aufwand erfordert* 
Ebenso soil das bewahrte Prinzip und der Aufbau der Quelle 
nicht verandert werden 0 . 

ErfindungsgemaB vvird die Aufgabe dadurch gelbst, dafl die Ober- 
flache der Katode oder mindestens der Bereich der Erosion nach 
auBen so geneigt ist, daB deren Normale iia Bereich der Leit- 
bahn, das ist der Bereich der maximal en Erosion, die Ebene des 
Substrates auBerhalb des Bereiches, in dem die Schichtdicken- 
konstanz zu erzielen ist, schneidet* 
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Ausfuhrunqsbeispiel 

Die Zeichnung zeigt elnen Schnitt durch eine rotationssymme- 
trische Zerstaubungsquelle. Uber den Magneten 1 ist in bekann- 
ter Weise die Katode 2 und dariiber im Abstand das Substrat 3 
angeordneto Die Leitbahn 4, der Bereich maximaler Erosion, ist 
durch die Anordnung vora Magneten 1 und der Katode 2 bestimmt. 
Die Oberflache der Katode 2 ist nach auBen geneigt. Die Nor- 
male 5 im Bereich der leitbahn 4 begrenzt den Teil auf dera 
Substrat 3, in dem eine homogene Schichtdicke erzi^elt wird» 
Der Winkel fur die Oberf lachenneigung auf der Katode 2 ist so 
zu wahlen, dafi die Norraalen 5 die Substratebene am Rand des 
Substrates 3 oder aufierhalb schneiden. 
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Erfindungsanspruch 

Katode fur Plasmatron-Zerstaubungsquelle, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Oberflache der Katode (2), mindestens im Bereich 
der Erosion, so nach auflen geneigt ist, daB deren Normale (5) 
die Ebene des Substrates (3) auflerhalb des Bereiches schnei- 
det, in dem Schichtdickenkonstanz gefordert ist 0 
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